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Title: METHOD FOR REMOVING 

Bezeichnung : ENTSCHICHTUNGSVERFAHREN 

HARD CARBON LAYERS 

FUR HARTE KOHLENSTOFFSCHICHTEN 

(57) Abstract: The invention relates to a method for 
removing carbon layers, in particular ta-C layers, from 
substrate surfaces of tools and components. The substrate 
to be de-coated is accordingly arranged on a substrate 
support in a vacuum chamber, the vacuum chamber is 
charged with at least one reactive gas 	assisting the 
evacuation of carbon in gaseous form and a low-voltage 
plasma discharge is created in the vacuum chamber to 
activate the reactive gas and hence assist the required 
chemical reaction or reactions to de-coat the coated 

-8 	substrate. The low-voltage plasma discharge is a dc low-
volt arc discharge, the substrate surfaces to be de-coated 
are bombarded substantially exclusively with electrons 
and oxygen, nitrogen and hydrogen are used as reactive 
gas. 

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Entschichten von 
Kohlenstoffschichten, insbesondere von ta-C Schichten 
von Substratoberflachen von Werkzeugen und Bauteilen. 
Das zu entschichtende Substrat wird demgemaB auf einen 
Substrathalter in einer Vakuumkammer angeordnet, die 
Vakuumkammer 	wird 	mit 	mindestens 	einem 	den 
Abtransport von Kohlenstoff in Gasform unterstiltzendem 
Reaktivgas 	beschickt 	und 	eine 
Niederspannungsplasmaentladung 	wird 	in 	der 
Vakuumkammer zur Anregung des Reaktivgases und 

bzw. Reaktionen zum Entschichten der beschichteten Substrat 
die zu entschichtenden 

Elektronen beschossen und als Reaktivgas werden Sauerstoff, 
eine Gleichstrom-Niedervoltbogenentladung, 
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Abb. 1 

zur Unterstiltzung der erforderlichen 
Dabei ist die Niederspannungsplasmaentladung 

im Wesentlichen 
und Wasserstoff verwendet. 

chemischen Reaktion 

werden ausschlieBlich mit 
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— 	vor Ablauf der far Anderungen der Anspriiche geltenden 
Frist; 	Verbffentlichung wird 	wiederholt, falls 
Anderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h) 


